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1. はじめに 

金ナノ粒子プラズモンを活用した触媒反応が近年活用されている 1。我々は金ナノ粒子から供給

されるホットエレクトロンをプラズマ表面反応へ応用したプラズモニックプラズマプロセスによ

り、良質な絶縁膜の室温形成を実現した 2,3。今回は絶縁膜の面内均一性と金ナノ粒子周囲での形

成状況を断面 TEMにより評価する。 

2. 実験結果 

プロセス 2,3では、SiO2/Si(100)基板上に蒸着で Au ナノ粒子を表面に形成した後、O2ないし N2

のリモート誘導結合プラズマを 10または 15分間照射した。SiO2成膜時に IR(850nm)光、SiON成

膜時に緑色光によりプラズモン励起をした。図 1(a)に SiO2, SiON, 比較対象の 600℃50分加熱の熱

酸化膜の断面 TEM 像を示す。プラズモン励起による SiO2膜は平均厚さ 2.5nm で熱酸化膜と同等

であった。プラズモン励起による SiON 膜は平均厚さ 2.9nm で緑色共鳴の条件でのホットエレク

トロンの効果により厚めの膜となった。いずれの膜も 100nm 以上の面内範囲で±0.2nm 以下の膜

厚均一性を示した。図 1(b)に金ナノ粒子周辺の SiON 膜の TEM像を示す。直径 8.4nmの金ナノ粒

子の下に膜厚ゆらぎのない SiON 膜が形成されていることが確認できた。プラズモニックプラズ

マプロセスの面内均一性はホットエレクトロンの自由行程の長さを反映するものと考察される。 
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図 1. (a) プラズマ供給ラジカルを用いたプラズモン励起表面反応による SiO2, SiON 膜と比較熱酸

化膜の断面 TEM 像。 (b) 金ナノ粒子周辺に形成された SiON 膜の断面 TEM 像。 
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